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ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> The invention relates to a circuit 
arrangement 

for level conversion of digital signals which is connected to a 
first, second 

and third potential and which sets its output, corresponding to a 
signal level 

supplied to its input, to the first or second potential, the first 
potential 

corresponding to the high level and the second potential 
corresponding to the 

low level of the converted digital signals . According to the 
invention, the 

circuit arrangement exhibits a first and second power receiver wliich 
controls 
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an output stage connected to the output, and a first*' and second 
voltage supply 

unit which is supplied with the first and second potential, 
respectively, and 

which generate a fourth and fifth potential, respectively, in such _a 
manner 

that the potential differences of the first and fourth potential and 
of the 

second and of the fifth potential, respectively, become adjusted to a 
constant 

value, independently of the values of the first and second potential, 
respectively, these two potential differences being applied as 
operating _ _ 

voltage source in each case to the first and second power amplifier, 
respectively. Furthermore, the first and second inputs of the power 
receivers 

are in each case connected and connected to the third potential and 
to the 

input, respectively. The circuit according to the invention exhibits 
a high 

switching rate with low power consumption and can be advantageous]. y_ 
used as pin 

electronics for IC test systems. < IMAGE > 
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© Schaltungsanordnung Pegelumsetzung dlgltaler Signale. 



© Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung 
zur Pegelumsetzung digitaler Signals, welche an ein 
erstes, zweites und drittes Potential gelegt ist und 
die ihren Ausgang entsprechend einem an ihrem 
Bngang zugefQhrten Signalpegel auf das erste Oder 
zweite Potential legt, wobei dem ersten Potential der 
High-Pegel und dem zweiten Potential der Low-Pe- 
gel der umgesetzten Digitalsignale entspricht Erfin- 
dungsgemafl weist die Schaltungsanordnung einen 
ersten und zweiten Leitungsempfanger auf, der eine 
mlt dem Ausgang verbundene Endstufe steuert, so- 
wie eine erste und zweite Spannungsversorgungs- 
einheit, denen das erste bzw. zweite Potential zuge- 
fOhrt ist, und die ein viertes bzw. funftes Potential 
derart erzeugen, dafl sich die PotentiakJifferenzen 
f^des ersten und vierten Potentials bzw. des zweiten 
^und des funften Potentials unabhangig von den Wer- 
ten des ersten bzw. zweiten Potentials auf einen 
^konstanten Wert einstellt, wobei diese beiden Poten- 
Otialdifferenzen als Betriebsspannungsquelle jeweiis 
_an den ersten bzw. zweiten Leitungsempfanger an- 
jpgetegt werden. Femer sind jeweiis die ersten und 
CO zweiten EngSnge der Leitungsempfanger verbunden 
Qund an das dritte Potential bzw. an den Bngang 
angeschlossen. Die erfindungsgem§0e Schaltung 
weist bei niedrigem Stromverbrauch eine hohe 
^Schaltgeschwindigkeit auf und ist mit Vorteil als Pin- 
elektronik fQr IC-Testsysteme einsetzbar. 
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Schaitungsanordnung zur Pegelumsetzung digitaler Signale 



Die Erfindung betrifft eine Schaitungsanord- 
nung zur Pegelumsetzung digitaler Signale gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruches 1. 

Derartige Schaitungen warden beispielsweise 
in digitalen Systemen als Koppelglied zwischen 5 
zwei Schaltkreisfamilien mit unterschiedlichen logi- 
schen Pegeln verwendet Beispielsweise setzt die 
Pinelektronik eines IC-Testsystems ein TTL- oder 
ein ECL-Engangssignal auf ein anderes Signal mit 
programmierbarem Spannungshub und Span- io 
nungsbereich um, das an den Prufling gelegt wird. 
Ene solche Pinelektronik-Schaltung 1st aus dem 
"Referenz Manual" der Fairchild Camera and In- 
strument Corporation, Publication Number 57 11 
0004, March 1983, ECO Number 11991, Seite 2- is 
14, Fig. 2-7bekannt 

Diese bekannte Schaltung enthalt zwei mitein- 
ander verbundene DiodenbrQcken, die jeweils an 
einem ersten Referenzpotential und einem zweiten 
Referenzpotential angeschlossen sind, die dem 20 
High-Pegel bzw. Low-Pegel der umgesetzten Digi- 
talsignale entsprechen. An zwei weiteren AnschlOs- 
sen wird jeweils das umzusetzende Digitalsignal 
bzw. ein Referenzsignal angetegt wahrend am Ver- 
bindungspunkt der beiden DiodenbrQcken das Aus- 25 
gangssignaJ der Schaltung abgreifbar ist In Abhan- 
gig keit des an den Bngang angelegten Pegels 
wird eine der beiden DiodenbrQcken von einem 
Konstantstrom durchflossen, der von einer Kon- 
stantstromquelle erzeugt ist Hierdurch gelangt das 00 
entsprechende Referenzpotential an den Verbin- 
dungspunkt der beiden DiodenbrQcken, der mit 
dem PrQfling verbunden ist. 

En Nachteil dieser bekannten Schaltung be- 
steht in einem groBen Energieverbrauch, da stan- 35 
dig durch eine der beiden DiodenbrQcken ein Kon- 
stantstrom fliefit, der auch sehr groB ist, um eine 
hohe Schaltgeschwindigkeit der Schaltung zu ge- 
wahrieisten. 

Aufgabe der Erfindung ist es eine Schaltungs- 40 
anordnung der eingangs genannten Art zu schaf- 
fen, die einen geringen Energieverbrauch aufweist 
und einen einfachen Aufbau erlaubt 

Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnen- 
den Teil des Anspruches 1 gelost. 45 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun- 
gen der Erfindung sind den UnteransprQchen zu 
entnehmen. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
AusfQhrungsbeispieles unter Bezugnahme auf die so 
Zeichnungen genauer beschrieben. Es zeigt 

Rgur 1 ein Blockschaltbiid einer erfindungs- 
gemaBen Schaitungsanordnung, 

Rgur 2 eine schaltungstechnische AusfQh- 
rung der erfindungsgem§J3en Schaltung gemaB R- 



gur 1, und 

Rgur 3a und 3b Impuisdiagramme von um- 
zusetzenden und umgesetzten Digitaisignalen. 

Die Rgur 1 zeigt eine Schaitungsanordnung 
mit zwei als Komparatoren arbeitenden Leitungs- 
empfanger Ki und K2, deren Ausgange mit einer 
Endstufe Q3. die einen Ausgang A aufweist ver- 
bunden sind. Die nicht-invertierenden bzw. invertie- 
renden Engange En und E21 bzw. E12 und E22 
sind jeweils verbunden und an ein Referenzpotenti- 
al (drittes Potential) bzw. an den Engang E der 
Schaltung angeschlossen. 

Femer weist diese erfindungsgemaBe Schal- 
tung zwei Spannungsversorgungseinheiten Qi und 
Q 2 auf, an die auBer den beiden Betriebsspan- 
nungsquelien Vcc und V EE jeweils ein erstes und 
zweites Potential U H und U L angelegt ist. Diese 
beiden Spannungsversorgungseinheiten erzeugen 
jeweils ein viertes und fGnftes Potential Uqi und 
Uq2, so daB an deren Ausgingen neben diesem 
vierten und funften Potential U Q1 und Uq2 auch das 
erste und zweite Potential U H und U L abgreifbar 
sind, wobei diese Potentiale U H und U L auch an die 
Endstufe Cb weitergeleitet werden. 

Das von der ersten Spannungsversorgungsein- 
heit Qi erzeugte vierte Potential U Q i ist kieiner als 
das von thr an ihrem Ausgang durchgeschaltete 
erste Potential U H und weist immer den gleichen 
Abstand zu diesem Potential auf, das heiflt das 
vierte Potential wird so erzeugt daB die Potential- 
differenz Uh - Uqi = lh* immer konstarrt ist Diese 
Spannung U14 dient als Betriebsspannungsquelle 
fQr den ersten Leitungsempfanger Ki, indem das 
erste Potential U H auf den Betnebsspannungsan- 
schluB Vcci und das vierte Potential Uqi auf den 
BezugspotentialanschluB GNDi gelegt ist 

In gleicher Art und Weise erzeugt die zweite 
Spannungsversorgungseinheit Cfe mit Hilfe des 
fQnften Potentials Uq2. das groBer aJs das zweite 
Potential U L ist eine konstante Potentialdifferenz 
Uq2 - U L 3 U25, die ebenfails als Betriebsspan- 
nungsquelle fQr den zweiten Leitungsempfanger K 2 
eingesetzt ist. Hierbei ist das funfte Potential an 
den BetriebsspannungsanschluB Vccz und das 
zweite Potential an den BezugspotentialanschluB 
GND2 gelegt Somit konnen die beiden Leitungs- 
empfanger Ki und K2 mit niedriger Spannung ver- 
sorgt werden, um den Energieverbrauch zu mini- 
mieren. 

Am Ausgang A der erfindungsgemSBen Schal- 
tung gemaB Rgur 1 stehen die umgesetzten Signa- 
le zur VerfQgung, wobei deren Signalpegel - High- 
Pegel und Low-Pegel -von dem den Spannungs- 
versorgungseinheiten Qi und Q2 zugefQhrten er- 
sten und zweiten Potential U H und U L abhangen. 
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Wenn dem Bngang E beispielsweise TTL-Si- 
gnale zur Umsetzung zugefQhrt werden, liegt das 
Referenzpotential (drittes Potential) zwischen 
dem hochsten TTL-Signalpegel und dem niedrig- 
sten. Liegt nun am Bngang E ein High-Pegel, so 
steuern die beiden Leitungsempfanger Ki und K 2 
die Endstufe Q3 derart an, dafl auf dem Ausgang A 
das erste Potential U H geschaltet wird. Liegt umge- 
kehrt ein Low-Pegel am Bngang E, wird der Aus- 
gang A auf das 2weite Potential U L gelegt 

Somit lassen sich aile digitalen Engangssigna- 
le in entsprechende digitale Ausgangssignaie um- 
setzen, deren Signalpegel in weiten Bereichen 
durch das erste und zweite Potential bestimmbar 
sind. 

Die Figur 2 zeigt die schaltungstechnische 
AusfQhrung der beiden Spannungsversorgungsein- 
heiten Qi und O2 so wie der Endstufe Q 3 . wobei 
die beiden Leitungsempfanger K, und K2 gemafl 
der Rgur 1 verschaltet sind. 

Die Spannungsversorgungseinheit Q1 bzw. Q 2 
besteht aus einem Operationsverstarker OP1 bzw. 
OP2, einem pnp-bzw. npn-Transistor Ti bzw. T 2f 
einem Spannungsregier Si bzw. S2, jeweils drei 
Widerstanden Ru bis R13 bzw. R21 bis R 2 a und 
jeweils drei Kondensatoren Cn bis C13 bzw, C21 
bis C23. 

Der nicht-invertierende bzw. invertierende Bn- 
gang des OperationsverstSrkers OPi bzw. OP 2 ist 
mit der Kollektorelektrode des pnp- bzw. npn-Tran- 
sistors Ti bzw. T2 verbunden bzw. an das erste 
bzw. zweite Potential U H bzw. U L angeschlossen, 
wahrend dessen Ausgang Ober jeweils einen ersten 
Widerstand Rn bzw. R21 mit der Basiselektrode 
des pnp- bzw. npn-Transistors Ti bzw. T2 verbun- 
den ist Die Emitterelektroden des Transistors Ti 
bzw. T 2 liegen auf dem Potential der ersten bzw. 
zweiten Betriebsspannungsquelle Vcc bzw. Vee- Je- 
weils der zweite Widerstand R12 bzw. R22 sowie 
jeweils die ersten und zweiten Kondensatoren C1 1 
und C12 bzw. C21 und C22 verbinden die Kollektor- 
elektrode des Transistors Ti bzw. T 2 mit der zwei- 
ten bzw. ersten Betriebsspannungsquelle V EE bzw. 
Vcc, wahrend jeweils der dritte Widerstand R13 
bzw. R23 die Basiselektrode des pnp- bzw. npn- 
Transistors Ti bzw. T 2 mit der zweiten bzw. ersten 
Betriebsspannungsquelle Vee bzw. Vcc verbindet. 
Der Spannungsregier Si bzw. S2 ist mit seinem 
Bngang Sei bzw. Se2 an die zweite bzw. erste 
Betriebsspannungsquelle Vee bzw. Vcc angeschlos- 
sen, wahrend sein Ausgang S A i bzw. Sa2 Ober 
jeweils den dritten Kondensator C13 bzw. C23 mit 
jeweils seinem BetriebspotentialanschiuB GNDsi 
bzw. QNDs2 verbunden ist der gleichzeitig an der 
Kollektorelektrode des pnp- bzw. npn-Transistors 
Ti bzw. T 2 liegt Der jeweilige Ausgang S A i bzw. 
Sa2 des Spannungsreglers Si bzw. S2, der jeweils 
das vierte und fOnfte Potential U Q1 bzw. Uq2 tiefert, 



ist mit dem Bezugspotentialanschlufl GNDi bzw. 
mit dem BetriebsspannungsanschluB Vcci des er- 
sten bzw. des zweiten LeitungsempfSngers Ki bzw. 
K2 verbunden. Schliefllich bildet jeweils die Kollek- 

5 torelektrode des Transistors Ti bzw. T 2( die auf 
dem ersten bzw. zweiten Potential U H bzw. U L liegt, 
die Anschluflelektrode fQr die Betriebsspannung 
Vcci bzw. fur das Bezugspotential GND2 des er- 
sten bzw. zweiten Leitungsempfangers Ki bzw. K2. 

10 Die Endstufe Qa enthSH einen pnp- und npn- 
Endstufentransistor T31 und T32. vier Dioden D31 
bis D34. und sechs Widerstande R31 bis R 3 g. Die 
beiden Kollektorelektroden der Endstufentransisto- 
ren T31 und T32 sind verbunden und bilden den 

75 Ausgangsanschlufl der Schaltungsanordnung. Die 
beiden Widerstande R31 und R 3 * als auch die 
beiden Serienschaltungen aus dem Widerstand R32 
und der Diode D31 und aus dem Widerstand R35 
und der Diode D 33 verbinden jeweils die Basiselek- 

20 trode des Transistors T31 und des Transistors T32 
mit jeweils den Ausgangen der beiden Leitungs- 
empfanger Ki und K2, wobei die Diode D31 bzw. 
D33 kathodenseitig mit der Basiselektrode des 
Transistors T31 bzw. T32 verbunden ist Schliefllich 

25 sind jeweils die Emitterelektroden der Endstufen- 
transistoren T31 bzw. T32 Ober die Diode D32 und 
Ds4 als auch uber die Widerstande R33 und R36 
mit deren Basiselektroden verbunden. hierbei ist 
die Anode bzw. Kathode der Diode D 32 bzw. D34. 

30 an die Basiselektrode des Endstufentransistors T31 
bzw. T3 2 angeschlossen. 

Ferner sind jeweils die Emitterelektroden der 
Endstufentransistoren T31 und T 32 zur Ubertragung 
des ersten und zweiten Potentials U H und U L an die 

35 Kollektorelektrode des Transistors Ti bzw. T 2 der 
ersten bzw. zweiten Spannungsversorgungseinheit 
Qi bzw. Cb angeschlossen. 

Nun soli im folgenden die Funktion dieser 
Schaltung gemaB der Rgur 2 ertSutert werden, 

40 wobei wieder angenommen werden soil, dafi dem 
Bngang E die beispielsweise in Rgur 3a darge- 
stellten TTL-Signale zur Umsetzung zugefQhrt wer- 
den. Hierbei betrage der High-Pegel U e .h ca. 2,4 V 
und der Low-Pegel Ue,i. ca 0.8 V. Die Rgur 3b 

45 zeigt beispielhaft eine umgesetzte Signalfolge. wo- 
bei der High-Pegel U H 1,5V und der Low-Pegel 0 
V betragt Diese beiden Pegel entsprechen den 
beiden Spannungsversorgungseinheiten Qi bzw. 
Q2 jeweils zugefOhrten Potentiale U H und U L . Das 

50 Referenzpotential U re t betragt ca. 1 ,4 V. 

Uegt am Bngang E ein Low-Pegel von 0,8 V 
an, so schalten die als Komparatoren arbeitenden 
beiden Leitungsempfanger Ki und K2 ihre Bngan- 
ge auf minimale Ausgangsspannung. Diese Schalt- 

55 flanke wird jeweils Ober das Widerstands-Dioden- 
Netzwerk auf die Basiselektrode des Endstufentran- 
sistors T31 bzw. T32 Obertragen. Da diese Transi- 
storen entgegengesetzten Leit^ihigkeitstyp aufweh 
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sen, sperrt der Endstufentransistor T31, wahrend 
der Endstufentransistor T32 in den ieitenden Zu- 
stand Qbergeht Hierdurch wird das auf dem Emit* 
ter des Endstufentransistors T32 liegende zweite 
Potential U L auf die Koltektorelektrode durchge- 
schaJtet so daB am Ausgang A das gewunschte 
Low-Signal erscheint. Wird umgekehrt ein 

High-Pegel von ca 2,4 V an den Bngang E 
geiegt, schaiten die beiden Leitungsempfanger Ki 
und K 2 ihre AusgMnge auf maximaJe Ausgangs- 
spannung, wodurch der Endstufentransistor T31 in 
den Ieitenden und der Endstufentransistor T 32 in 
den sperrenden Zustand Qbergeht Durch den End- 
stufentransistor T31 wird jetzt das erste Potential 
Uh auf dessen Kollektorelektrode geschaltet, das 
damit am Ausgang A zur VerfUgung steht 

Die beiden Spannungsversorgungseinheiten Qi 
und Cb sind identisch aufgebaut und unterscheiden 
sich nur in den Polaritaten und den Leitfahigkeitsty- 
pen der Transistoren, weshalb auch deren Funktio- 
nen einander gleich sind. Es soil daher beispielhaft 
nur die Funktion der ersten Spannungsversor- 
gungsetnheit Qi erlSutert werden, da hieraus die 
Funktion der zweiten Spannungsversorgungseinheit 
Q2 unter Beachtung der genannten Unterschiede 
leicht abgeleitet werden kann. 

Der Operationsverstarker OPi regelt den Ver- 
starkertransistor Ti derart dafl sich an der Kollek- 
torelektrode das erste Potential U H einstellt wobei 
der Widerstand R12 der Koilektorwiderstand des 
Transistors ist und mit den beiden Widerstanden 
R11 und Ris sein Arbeitspunkt eingestellt wird. 

Der Spannungsregler Si erzeugt in Abhangig- 
keit des an seinem Bezugspotentialanschlu/5 
GNDsi anliegenden ersten Potential U L ein viertes 
Potential U Q1 , das beispielsweise urn 5 V niedriger 
als das erste Potential U H ist Diese PotentiaJdiffe- 
renz dient als Betriebsspannungsqueile fOr den er- 
sten Leitungsempfanger Ki, wobei diese Spannung 
jedoch immer auf einem konstanten Wert unabhan- 
gig von demjenigen des ersten Potential Uh bleibt. 

Der erste Kondensator Ci 1 wlrkt als Filter, wah- 
rend der zweite Kondensator C12 zur Stabiiisierung 
der Bngangsspannung Vgg dient Schliefllich urrter- 
druckt der dritte Kondensator C13 kurze und hohe 
Spannungsspitzen (Transienten). 

Im Gegensatz zum Spannungsregler Si er- 
zeugt der Spannungsregler S2 der zweiten Span- 
nungsversorgungseinheit Qz ein fQnftes Potential 
Uq2. das beispielsweise urn 5 V- hoher als das 
zweite Potential U L ist Somit ist gewahrleistet daB 
an dem BetriebsspannungsanschluB Vcci bzw. Vccz 
des ersten Leitungsempfangers K2 bzw. des zwei- 
ten Leitungsempfangers K2 immer gegenQber dem 
BezugspotentialanschluB GNDi bzw. GND 2 eine 
konstante Spannung anliegt beispielsweise fOr bei- 
de Leitungsempfanger 5 V. 

Die Schaltflanken am Ausgang der Leitungs- 



empfanger Ki bzw. K2 werden uber ein 
Widerstands-Schottky-Dioden-Netzwerk auf die Ba- 
siselektrode des Transistors T31 bzw. T 3 2 w 0bertra- 
gen. Der Widerstand R31 bzw. R34 dient zur Ein- 

5 stellung der Arbeitspunkte des Transistors T31 bzw. 
T32- Die diese Widerstande jeweils QberbrUckende 
Serienschaltung aus dem Widerstand Rs2 und der 
Diode D31 bzw. dem Widerstand R35 und der Dio- 
de D33 verkUrzt die Anstiegszeiten der Schaltflan- 

10 ken. Der Widerstand R33 bzw. R 3 s gewahrleistet 
ein sicheres Sperren des Transistors T31 bzw. T 3 2, 
wahrend mit der Diode D 32 bzw. D34 ein sicherer 
Obergang vom Ieitenden in den sperrenden Zu- 
stand des Transistors T31 bzw. T32 erzielbar ist 

75 Die erfindungsgemSBe Schaltungsanordnung 
wurde mit diskreten Bauteilen gemMB der folgen- 
den StGckliste aufge baut, wobei fur die beiden 
Leitungsempfanger Ki und K2 ein Vierfach- 
Differential-Leitungsempfanger AM26LS33 von Ad- 

20 vanced Micro Devices eingesetzt wurde und der 
Spannungsregler Si ein Negativ-Spannungsregler 
MC7905C und der Spannungsregler S2 ein Positiv- 
Spannungsregler MC78T05 von Motorola ist Rn 
= 10 kO 

25 R12 3 10 kQ 
R13 = 2,7 kQ 
R21 - 10 kQ 
R22 = 10 kQ 
R 23 = 2.7 kQ 

30 R31 = 7,5 kQ 
R32 = 160 Q 
R33 = 2,7 kQ 
R3* = 7,5 kQ 
R35 = 150 Q 

35 R36 = 2,7 kQ 
C11 = 1 UF 
C12 = 22 UF 
C13 = 1 u»F 
C21 = 1 UF 

40 C22 = 2,2 UF 
C23 = 1 UF 
D31 3 BYS-21-45 
D 32 = 1N6263 
D33 = BYS-21-45 

45 D34 = 1N6263 
T1 = BD 148 
T 2 = BD 138 
T31 = 2N 3985 
T 32 = 2N 3983 

so OPi = LM 741 
OP 2 = LM 741 

Diese erfindungsgemafle Schaltungsanordnung 
kann in vorteiihafter Weise als Pinelektronik-Schal- 
tung in einem IC-Tester eingesetzt werden, wobei 

55 sich diese Pineiektronik durch einen niedrigen 
Stromverbrauch von nur 35 mA pro Pin bei einer 
10 MHz-Testrate und einem Spannungshub von 20 
V auszeichnet Hierbei sind zwei Betriebsspannun- 
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gen von + 15 V (V*cc) und - 15 V (Vee) notwendig. 
Bel einem Spannungshub von 5 V erreicht die 
Schaltung eine Testrate von 30 MHz. Der maximale 
Pin-zu-Pin-Skew betragt ± 1,5 ns, wShrend die 
Ausgangsimpedanz der beiden Endstufentransisto- 
ren T31 und T32 der Endstufe Cfe einen Wert von 
50 0 aufweist 



AnsprUche 

1) Schaltungsanordnung zur Pegelumsetzung 
digitaler SignaJe, welche an ein erstes, zweites und 
drittes Potential (U H , Uu U re f) gelegt ist und die 
ihren Ausgang (A) entsprechend einem an ihrem 
Bngang (E) zugefOhrten Signalpegel auf das erste 
oder zweite Potential (U H . UJ legt dadurch ge- 
kennzeichnet da6 ein erster und zweiter Leitungs- 
empfanger (Ki , Kz) mit jeweils einem ersten und 
zweiten Bngang (En, E12, 621, E22) eine mit dem 
Ausgang (A) verbundene Endstufe (Q3) steuert daB 
die ersten und zweiten Bngang© (En, E12, E 2 n 
E22) der beiden Leitungsempfanger (Ki, K2) jeweils 
verbunden und an das dritte Potential (U^) bzw. an 
den Bngang (E) gelegt sind, daB eine erste und 
zweite Spannungsversorgungseinheit (Qi, Q2) in 
linearer AbhSngigkeit von dem ihnen jeweils zuge- 
fOhrten ersten und zweiten Potential (U H , UJ Je- 
weils ein viertes und fUnftes Potential (U Q i, Uqz) 
derart erzeugt dafl sich die Potentialdifferenz (Uu 
bzw. lbs) des ersten und vierten Potentials (U H . 
U Q1 ) bzw. des zweiten und funften Potentials (U t . 
Uq2) unabhangig von den Werten des ersten bzw. 
zweiten Potentials (U H . UJ auf einen konstanten 
Wert einstellt* so daB diese beiden Potentialdiffe- 
renzen (Uu, U25) als Betriebsspannungsquelle je- 
weils an den ersten bzw. zweiten Leitungsempfan- 
ger (Ki, K2) anlegbar sind. 

2) Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das dritte Potential 
(Urej) zwischen dem hSchsten und dem niedrigsten 
Bngangssignalpegel liegt 

3) Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 Oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dafl das vierte Potential 
(U Q i) kleiner als das erste Potential (Uh) und das 
fOnfte Potential (Uq2) grdfler als das zweite Potenti- 
al (U0 ist 

4) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Werte der beiden Potentialdifferenzen (Uu, 
U25) ubereinstimmen. 

5) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 
gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Endstufe (Cfe) mit der ersten und der 
zweiten Spannungsversorgungseinheit (Q1, Cfe) zur 
Obertragung des ersten bzw. zweiten Potentials 
verbunden ist 

6) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 



gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Spannungshub der dem Bngang (E) zuge- 
fUhrten Signalpegel den Wert der von den beiden 
Spannungsversorgungseinheiten (Qi, Cfe) erzeug- 
s ten Potentialdifferenzen (U1 U25) Qbersteigt 

7) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 
gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die erste und zweite Spannungsversorgungs- 
einheit (Qi, Cfe) jeweils einen Spannungsregler (Si, 

10 S2) zur Erzeugung des vierten und funften Potenti- 
als enthalt. 

8) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die nicht-invertierenden bzw. invertierenden 

is BngSnge (£1 1, E12, E21. E22) der beiden Leitungs- 
empfanger (Ki, K 2 ) verbunden sind und an das 
dritte Potential bzw. an den Bngang (E) gelegt 
sind. 

9) Schaltungsanordnung nach einem der voran- 
20 gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet 

daB die erste bzw. zweite Spannungsversorgungs- 
einheit (Qi bzw. Cfe) folgende Bemente enthalt: 

a) einen ersten bzw. zweiten Operationsver- 
starker (OPi, OP 2 ), dessen invertierender Bngang 

25 mit dem ersten bzw. zweiten Potential (U H . UJ 
verbunden ist, 

b) einen pnp- bzw. npn-Transistor (Ti, T2), 
dessen Koliektorelektrode mit dem nicht-invertie- 
renden Bngang des ersten bzw. zweiten Opera- 

30 tionsverstarkers (OPi, OP2) verbunden ist dessen 
Emitterelektrode auf dem Potential einer ersten 
bzw. zweiten Betriebsspannungsquelle (Vcc. V E e) 
liegt und dessen Basiselektrode Qber jeweils einen 
ersten Widerstand (Rn. R21) mit dem Ausgang 

35 des ersten bzw. zweiten OperationsverstSrkers 
(OPi, OP2) angeschlossen ist, 

c) jeweils einen zweiten Widerstand (R12 
bzw. R22), der zwischen dem nicht-invertierenden 
Bngang des ersten bzw. zweiten Operationsver- 

40 starkers (OPi, OP2) und der zweiten bzw. ersten 
Betriebsspannungsquelle (Vee. Vcc) angeordnet ist 

d) jeweils einen ersten und zweiten Konden- 
sator (Cu, C12 bzw. C2L C22). die jeweils den Pol 
der zweiten bzw. ersten Betriebsspannungsquelle 

45 (Vee, Vcc) mit der Koliektorelektrode des pnp- bzw. 
npn-Transistors (Ti , T2) verbinden, 

e) jeweils einen dritten Widerstand (R13 bzw. 
R23), der die Basiselektrode des pnp= bzw. npn- 
Transistors (Ti , T2) mit dem Potential der zweiten 

so bzw. ersten Betriebsspannungsquelle (V EE . Vcc) 
verbindet 

f) einen ersten bzw. zweiten Spannungsre- 
gler (Si, S2), dessen Bngang (S E1 bzw. Se2) mit 
der zweiten bzw. ersten Betriebsspannungsquelle 

55 (Vee, Vcc) verbunden ist, dessen Bezugspotential- 
anschluB (GND S i bzw. GNDs2) sowohl an die Kol- 
iektorelektrode des pnp- bzw. npn-Transistors (Ti, 
T 2 ) als auch an den BetriebsspannungsanschluB 
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(Vcci) bzw. an den BezugspotentiaJanschlu/3 
(GND2) des ersten bzw. zweiten Leitungsempfan- 
gers (Ki, K2) angeschiossen ist und dessen Aus- 
gang (S A i bzw. S A 2> mit dem BezugspotentiaJan- 
schlufl (GND K i) bzw. des Betriebsspannungsan- 
schiusses (Vccz) des ersten bzw. zweiten Leitungs- 
empfangers (Ki, K2) verbunden ist, 

g) jeweils einen dritten Kondensator (C13 
bzw. C23), der den Ausgangsanschlufl (S A i bzw. 
Sa2> des ersten bzw. zweiten Spannungsreglers 
(Si, S 2 ) mit dessen Bezugspotentialanschlufl 
(GNOt bzw. GND2) verbindet 

10) Schaltungsanordnung nach einem der vor- 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die Endstufe (Q3) folgende Bemente enthatt 

a) einen ersten pnp-Endstufentransistor 
(T31), dessen Basiselektrode Ober einen ersten Wi- 
derstand (Rsi) mit dem Ausgang des ersten Lei- 
tungsempfangers (Ki) verbunden ist, und dessen 
Emitterelektrode an den Betriebsspannungsan- 
schlufl (Vcci) des ersten Leitungsempfangers (Ki) 
angeschiossen ist, 

b) einen zweiten Widerstand (R32) und eine 
erste Diode (D31), die in Serie geschaltet sind und 
den Ausgang des ersten Leitungsempfangers (Ki) 
mit der Basiselektrode des ersten Endstufentransi- 
stors (T31) verbinden, wobei die Kathode der er- 
sten Diode (D31) an die Basiselektrode des ersten 
Endstufentransistors (T31) angeschiossen ist und 
deren Anode mit dem zweiten Widerstand (R32) 
verbunden ist 

c) einen dritten Widerstand (R33) und eine 
zweite Diode (D32) zum jeweiligen Verbinden der 
Basiselektrode des ersten Endstufentransistors 
(T31) mit dessen Emitterelektrode. wobei die Ka- 
thode der zweiten Diode (D32) an die Emitterelek- 
trode des ersten Endstufentransistors (T31) ange- 
schiossen ist und deren Anode an dessen Basis- 
elektrode, 

d) einen zweiten npn-Endstufentransistor 
(T 3 2), dessen Basiselektrode Qber einen vierten 
Widerstand (R34) mit dem Ausgang des zweiten 
Leitungsempfangers (K 2 ) verbunden ist dessen 
Emitterelektrode an den Bezugspotentialanschlufl 
(GND2) des zweiten Leitungsempfangers (K2) an- 
geschiossen ist. und dessen Kollektorelektrodo mit 
der Kollektorelektrode des ersten Endstufentransi- 
stors (T31) ais auch mit dem Ausgang (A) verbun- 
den ist 

e) einen fQnften Widerstand (R35) und eine 
dritte Diode (D33). die in Serie geschaltet sind und 
den Ausgang des zweiten Leitungsempfangers (K2) 
mit der Basiselektrode des zweiten Endstufentran- 
sistors (T32) verbinden, wobei die Kathode der drit- 
ten Diode (D33) an den fOnften Widerstand (R35) 
angeschiossen ist und deren Anode mit der Basis 
elektrode des zweiten Endstufentransistors (T32) 
verbunden ist 



0 einen sechsten Widerstand (R3S) und eine 
vierte Diode (Ds*) zum jeweiligen Verbinden der 
Basiselektrode des zweiten Endstufentransistors 
(T32) mit dessen Kollektorelektrode, wobei die Ka- 
5 thode der vierten Diode (D 3 *) an die Basiselektrode 
des zweiten Endstufentransistors (T 32 ) angeschios- 
sen ist und deren Anode an dessen Emitterelektro- 
de. 
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